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Nesta aula
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Sequéncia de conteudos:
1. Caracteristicas dos diodos;
2. Analise de circuitos com diodos;
3. Aplicacbes simples.
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Caracteristicas dos diodos

As principais caracteristicas (grandezas) séao:

1. Corrente maxima direta (I- ou |);

2. Tensao de ruptura reversa:
« VRRM = Tensao de pico inverso repetitivo;
« VRWM = Tensao de pico inverso de trabalho;
VR = Tensao de bloqueio CC.

3. Queda de tensao direta (vi);

4. Corrente reversa maxima (Iy).

5. Entre outras ....



Caracteristicas dos diodos
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| Caracteristicas dos diodos

=P Diodos de poténcia

Diodos de sinal

Circuitos integrados

[/ I : de diodos
/| ‘ll " ' - = Diodos de uso geral l

T iwﬁ

IIIII

Senting
nnnnn




Analise de circuitos com diodos
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Determine a tensao e a corrente na carga para diversos valores de E e R:
*E=5VeR=1kQ;
*E=10VeR=1KkQ;
*E=10VeR=10KkQ.



Analise de circuitos com diodos
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Considerando que o diodo do circuito € o 1N4001, para qual tensido da
bateria (E) o diodo entrara em conducao reversa?




Analise de circuitos com diodos
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1. 0.33kQ

Determine todas as correntes para o circuito acima.



Analise de circuitos com diodos
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Si
R D, E,=4YV
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E =20V 22kQ

D,
_H_

Si

Determine a corrente | e as correntes nos diodos do circuito acima.



Analise de circuitos com diodos
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12V

S 4 V¥ Ge

oV
2.2 kQ

Determine a tensdo V, e indique o estado dos diodos da figura acima.




Aplicacoes simples
_

Porta légica OU (or) com diodos:

Si

(1) E=10Vo—T7p]
D

Si
(0) OVo—PppF—3——v
> D,

R&1 kQ

Determine a tensdo V, e explique o funcionamento do circuito I6gico acima.



Aplicacoes simples

_
Porta légica E (AND) com diodos:
(1) S|
E =10 Vo—|d
1 D,
(0) Si
E,=0V o—|—4——o,
. D,

Determine a tensdo V, e explique o funcionamento do circuito I6gico acima.



Aplicacoes simples
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Determine a forma de onda da tens&o V para o circuito da figura acima.



Aplicacoes simples
_
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+ R '
20 x
- .
|'1' I
J'; V == 4V

0 T | | T l -t

2 _j0 o & o

Determine a forma de onda da tens&o V para o circuito da figura acima.



Aplicacoes simples
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Determine a forma de onda da tens&o V para o circuito da figura acima.



Aplicacoes simples
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Determine a forma de onda da tens&o V para o circuito da figura acima.



Aplicacoes simples
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Diode polarity protection

Explique o funcionamento do circuito de protecao contra inversao de
polaridade mostrado acima.



Aplicacoes simples
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Diode open
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Polaridade correta

Polaridade incorreta

- 153V +
o—ANN ® O—
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Diode conducting



Aplicacoes simples

Defined polarity
for sensitive
movement

+

O

e
4
L Protective diode

Explique o funcionamento do circuito de protecao de instrumentos sensiveis.



Aplicagoes simples

_I_

__Disconnect
C
}3'/2“] NDl » Internal
Automobile | T / electronics
electrical 17V S IDE
system oV
12V - ¥ =+
>> T |I
|
= = Car radio

Explique o funcionamento do circuito de backup de memaria de auto-radios.



EXxercicios
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Exercicios selecionados:
1. Lista capitulo 3 do Malvino;
2. Entre outros ....



Na proxima aula
?

Sequéncia de conteudos:
1. Analise de circuitos com diodos no laboratoério;
2. ldentificacao de diodos;
3. Testes com diodos.



